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XXVII SIC
Saléo de Iniciacdo Cientifica

Introducao e Objetivo

« Oxidos semicondutores nanoestruturados (nanofitas ou nanofios), ttm um enorme potencial para o desenvolvimento de sensores extremamente seletivos e sensiveis, para detectar pequenas
qguantidades de gases explosivos e toxicos, fundamentais para a industria de petréleo e gas.O SnO, € um oOxido metalico que tem sido estudado para a deteccao especifica de diversos gases, em
particular o CO, e o H,S.

« O desempenho de deteccao, e significativamente afetado por defeitos estruturais e morfologia da superficie do material sensor. O papel das nanoestruturas na capacidade de deteccao esta diretamente
ligado a interacao especifica entre a superficie do sensor e as moléculas de gas.

 Indio In* é um tipico elemento dopante para semicondutores, melhorando a capacidade de deteccdo de sensores baseados em 6xidos, melhorando a condutividade elétrica desses materiais. O processo
de dopagem pode ser feito por implantacoes: ionica em fluéncias e energias apropriadas.

Nesta contribuicao investigamos o processo de dopagem via implantacao ionica ions em nanofitas de Sn0O2, a fim de desenvolver um protocolo de implantacao otimizada

Materiais e Métodos

 As nanofitas de SnO, , quando sintetizadas, pelo processo de reducao carbotermica,
apresentam estrutura uniforme monocristalina e em sua maioria livre de defeitos.

Procedimento Experimental — Implantacao Ionica

« O processo de dopagem pode ser feito por implantacao
ions em fluéncias e energias apropriadas. A implantacao
iOnica € um processo balistico (fora das condicOes de
equilibrio termodinamico), onde ions sao acelerados e
atingem o material para a incorporacao dos dopantes na
estrutura.

 Uma distribuicao uniforme de nanofitas para as experiéncias de implantacao ionica e posterior
caracterizacao po microscopia eletronica de transmissao (TEM), a composicao localizada foli
medida por espectroscopia por emissao de Raio-X caracteristico (EDS) e a composicao em
larga escala por espectrometria por retro-espalhamento Rutherford (RBS)

Tabela 1 - Parametros de implantacdo iénica das amostras.

Substrato

Sn0: (algodao) n*
Si (100)

Sn0O:z (algodao)
Si (100)

In"e In™ 20 - 800 1.0 x 10™ 8ln

_ Microscopia eletronica de transmissao das nanofitas de SnO,. a) Imagem
de baixa magnificacéo; b) imagem em alta resolucéo; c) Difracao de elétrons de
area selecionada.

Estrutura Cristalina do SnO,

(a)_ E— b) . Os resultados obtidos apos a implantacdes apresentaram mudancas
’ ! significativas na estrutura do material, como a formacao de uma
elevada densidade de orificios, bolhas, discordancias e tensao dentro
da estrutura, e comprovaram a incorparacao dos elementos dopantes

« Mecanismo de formacao de bolhas e buracos:
A Implantacao ionica produz maior quantidade de vacancias de
oxigénio comparado com estanho, desta forma os atomos de oxigénio
vacantes recombinam-se formando oxigénio gasoso dentro da
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Conclusoes

Com base nos resultados acima mostrados, as nanofitas de SnO, nao apresentam total ‘.
estabilidade para a dopagem via implantagao ionica. Uma investigagao mais sistematica esta I:“I PETROBRAS " .
LIEC {

sendo desenvolvida para testar o impacto global do processo de implantacao na capacidade de
deteccao de gas destes materiais transdutores. Sio Carlos

Laboratorio de
Implantacao I6nica

Instituto de Fisica - UFRGS
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